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RESULTADOS E DISCUSSOES

INTRODUCAO

A técnica TOF-SIMS (Time Of Flight — Secondary
Ion Mass Spectrometry) consiste no bombardeamento
de uma superficie com ions primarios de varios keV
de energia, causando a ejecao de particulas neutras,
elétrons e de ions secundarios da superficie. A
deteccao dos ions secundarios e sua separacgao (m/z)
em um espectrOmetro de massas permite a
caracterizacao quimica da superticie da amostra.
Uma caracteristica importante é que a aquisicao dos
espectros de massas pode ser realizada rapidamente
e em paralelo (todas as massas sdao detectadas
simultaneamente), ja que se utiliza um feixe pulsado
de ions primarios e uma analise de massas por tempo
de voo (TOF)

Neste trabalho foi montado e caracterizado um
sistema TOF-SIMS baseado em um canhao de ions de
Cs* como fonte de excitacao primaria. Foram também
desenvolvidas simulacdes computacionais para
estimar os tempos de vOos esperados de tipicos ions
secundarios.

EXPERIMENTAL

Na montagem foram utilizados os seguintes componentes
principais:

- Camara de ultra alto vacuo: pressao de trabalho <5 x 10
mbar;

-Canhao de ions de Cs* IG5-4 KIMBALL PHYSICS (50 eV a
5 keV; 1 nA a2 pA) com pulsador capacitivo (20 ns 100 us);

- Detector: 18mm MCP (Multichannel Plates detector) Jordan
TOF Products, Inc. com divisor de voltagem para detectar
ions positivos ou negativos. Potencial de trabalho: de 2,5kV
aldbkV;

- Fonte pulsada: Avtech AVRL com pulso ajustavel entre
5ns €100ns de largura, 0V a 350V de amplitude e 0 kHz a 5
kHz de freqiiéncia de repeticao;

- Picoamperimetro Varian com “faraday cup”;

- Pré-amplificador, amplificador e discriminador;

- Osciloscopio Textronix 200 MHz;

- Fontes de alto potencial: + (0 a 3,0) kV;

- Programa Simion 3D 7.0 para simulacOes de trajetorias de
ions.
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Figl. Esquema do sistema experimental TOF-SIMS montado.
MCP: detector multicanal.; A: Espectrometro de tempo de voo;

B: canhdao de ions de Cs*; C: Fonte pulsada; E: Osciloscopio;
CFD: Discriminador.
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Fig3. Dependéncia da corrente
que chega a amostra com a
variagao do potencial aplicado
a grade em  diferentes
condicoes de foco e energia
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Tab.l Tempos esperados para ions gerados
numa superficies de SiO, contaminada por

hidrocarbonetos.
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Figd. Simulacao da trajetdria de ions utilizando
0 programa computacional Simion 3D 7.0.
calculos:
Potencial na amostra: 1,6kV (1); potencial da

Parametros utilizados para os

lente eletrostatica:
aplicado ao detector: -2,5V (3)

- 0,1kV (2) e potencial

Fig2.  Dependéncia  da
corrente de emissdao de ions
de Cs™ com o potencial
aplicado a grade em
diferentes condicoes de foco
e energia. A primeira grade
é responsavel pelo pulsado
do canhao
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CONCLUSAO

Intmeros refinos e testes foram feitos em
diferentes partes do equipamento (tais
como canhado de Cs*, pulsador do canhao,
adaptador de fonte do detector, entre
outros) , assim como projecOes tedricas
dos espectros foram realizados (no
software Siminion 7.0), tornando a
possibilidade de o laboratorio LAFOS
possuir o primeiro sistema de analise
TOEF-SIMS brasileiro mais proxima.
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